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静電気力顕微鏡(EFM)を用いることで、表面形状をなぞりながら試料の誘電率をナノメートル

スケールで計測することができる。[1] ヘテロダイン方式を用いることで印加交流バイアスの周

波数を自由に選択することができ、それによって誘電率の周波数依存性を計測することができる

ようになった。[2] しかしながら、高周波数交流バイアスを印加する時(一般的に 1MHz 以上)、

交流バイアス生成器から探針先端までの伝送損失が大きくなり、また交流バイアスが波の性質も

持つようになるので、探針先端での電圧の大きさは周波数に依存して変わっている。これによっ

て高周波での誘電率の周波数依存性を測定するのが難しくなっている。 

本研究では、EFMを用いて探針試料間バイアスの周波数依存性を測定した。また、探針試料間

バイアスの周波数依存性を一定にキャリブレーションする方法を検討した。変調周波数ω1で AM

変調された交流バイアスV0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡をカンチレバーに印加し、ωを 3GHz から 9GHz まで掃引しなが

らω1で変調された周波数シフトの成分である𝛥𝑓1をロックイン検出した。Δ𝑓1は探針試料間バイア

スの二乗𝑉𝑡𝑠
2に比例する。図１の黒線は各周波数でのΔ𝑓1であり、赤線はキャリブレーション後のΔ𝑓1

である。キャリブレーション前ではΔ𝑓1は周波数ごとに大きく変化していたが、キャリブレーショ

ン後では全周波数にわたってΔ𝑓1 = 1.0で一定であった。 
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図 図１: 探針試料間に印加する交流バイアスの周波数を掃引した時のΔ𝑓1。 
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